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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年1月14日(2016.1.14)

【公表番号】特表2014-524942(P2014-524942A)
【公表日】平成26年9月25日(2014.9.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-052
【出願番号】特願2014-514162(P2014-514162)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ 201/06     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/11     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ 220/26     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 201/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ 211/63     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ 215/90     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  55/08     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  59/52     (2006.01)
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   Ｃ０７Ｃ  65/03     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ 309/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  201/06     　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/11     ５０３　
   Ｇ０３Ｆ    7/095    　　　　
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   Ｃ０８Ｆ  220/26     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  201/08     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｃ０７Ｃ  211/63     　　　　
   Ｃ０７Ｃ  215/90     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   55/08     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   59/52     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   59/68     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   65/105    　　　　
   Ｃ０７Ｃ   65/03     　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｃ  309/42     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年11月17日(2015.11.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００２１】
【化４】

　アリーレン－ヒドロキシ（Ａｒ－（ＯＨ）ｍ；ｍ＝１、２または３）部分は、Ｒ１、Ｒ

２、Ｒ３のうちの少なくとも一つに存在し、他方でＲ４には存在しないことができる。ア
リーレン－ヒドロキシ部分は、Ｒ４に存在し、他方でＲ１、Ｒ２、Ｒ３には存在しないこ
とができる。アリーレン－ヒドロキシ部分は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３のうちの少なくとも一つ
に、並びにＲ４にも存在することができる。それ故、アリーレン－ヒドロキシ基は、アニ
オンにだけ、またはカチオンにだけ、またはアニオンとカチオンの両方に存在してよい。
アリーレン－ヒドロキシ部分は、芳香族構造のアリーレン（Ａｒ）、例えばフェニル、ナ
フチル、アントラシルなどに結合した少なくとも一つのヒドロキシル基であり、そしてそ
の芳香族構造は、Ｃ１～Ｃ８アルキル基によって更に置換されていてもよい。最大三つま
でのヒドロキシル基がアリーレン基に結合してよい。一般的に、該添加剤は、ポリマー及
び架橋剤が架橋するのを助ける。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
　フルオロアルコール側基を有するフッ素化ポリマーをベースとし、そして１５７ｎｍに
感度がある二つの基本的な部類のフォトレジストが、この波長で実質的に透明であること
が知られている。一つの部類の１５７ｎｍフルオロアルコールフォトレジストは、フッ素
化ノルボルネン類などの基を含むポリマーから誘導され、そして金属触媒重合またはラジ
カル重合のいずれかを用いて単独重合されるかまたは他の透明モノマー、例えばテトラフ
ルオロエチレンと共重合される（ＵＳ６，７９０，５８７（特許文献２４）及びＵＳ６，
８４９，３７７（特許文献２５））。一般的に、これらの材料は、比較的高い吸光性を与
えるが、それらの高い脂肪環式類含有率の故に良好なプラズマエッチング耐性を有する。
より最近になって、別の部類の１５７ｎｍフルオロアルコールポリマーが開示され、その
ポリマー主鎖は、１，１，２，３，３－ペンタフルオロ－４－トリフルオロメチル－４－
ヒドロキシ－１，６－ヘプタジエンなどの非対称性ジエンのシクロ重合から（Ｓｈｕｎ－
ｉｃｈｉ　Ｋｏｄａｍａ　ｅｔ　ａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｒｅｓｉｓｔ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ＸＩＸ，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏ
ｆ　ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．４６９０　ｐ７６　２００２（非特許文献４）；　ＵＳ６，８１
８，２５８（特許文献２６））、またはフルオロジエン類とオレフィンとの共重合から（
ＵＳ６，９１６，５９０（特許文献２７））から誘導される。これらの材料は、１５７ｎ
ｍで許容可能な吸光度を与えるが、前記のフルオロ－ノルボルネンポリマーと比べて脂肪
環式類含有率が比較的少ないために、プラズマエッチング耐性に劣る。これらの二つの部
類のポリマーは、最初のタイプのポリマーの高いエッチング耐性と後のタイプのポリマー
の１５７ｎｍでの高い透明性との間のバランスを図るために、しばしばブレンドすること
ができる。１３．５ｎｍの極端紫外線（ＥＵＶ）を吸収するフォトレジストも有用であり
、当技術分野において既知である。
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【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７９】
　このＢ．Ａ．Ｒ．Ｃ．溶液をケイ素ウェハ上にコーティングし、そしてホットプレート
で６０秒間、１９０℃で加熱して、４００Åのフィルム厚を得た。１９３ｎｍにおいて、
吸光（ｋ）値は０．３８７であり、屈折率（ｎ）値は１．７２８であった。このＢ．Ａ．
Ｒ．Ｃ．溶液を溶剤で予め湿らし（プリウェット）し、１９３ｎｍフォトレジストでコー
ティングし、そしてホットプレートで６０秒間、１３０℃で加熱して１４０ｎｍのフィル
ム厚を得た。このコーティングされたウェハを、像様露光のためにＮｉｋｏｎ　３０６Ｄ
　１９３ｎｍスキャナを用いて露光した。次いで、この露光されたウェハを１０５℃で６
０秒間ポスト露光ベークし、その後、ＡＺ（登録商標）３００　ＭＩＦ現像剤を用いて２
３℃で３０秒間パドル現像した。走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察して、２３．０ｍＪ／
ｃｍ２の線量で１２５ｎｍフォトレジスト／Ｂ．Ａ．Ｒ．Ｃ．ライン（１：１）が得られ
、レジストにクリーンなパターン、及びＢ．Ａ．Ｒ．Ｃ．パターンが完全に開口した状態
でクリーンなトレンチスペースが得られた。２７ｍＪ／ｃｍ２に至るまでまたは２７ｍＪ
／ｃｍ２でもパターン崩壊は観察されなかった。
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